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NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Diody typu BAP 794, BAP 794A,
BAP 795, BAP 795A

BN-81
3375-29.03

Grupa katalogowa 1923

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa szczegodto-

we wymagania | badania dotyczgce krzemowych diod przetg-
czajacych typu BAP 794, BAP 794A, BAP 795, BAP 795A
wykonanych technologia epiplanarna i hermetyzowanych w
obudowie plastykowe] z osiowymi wyprowadzeniami. Diody
przeznaczone sa do stosowania w bardzo szybkich uktadach
przetaczajacych, oraz jako diody ogélnego zastosowania w
sprzgcie powszechnego uzytku oraz w urzadzeniach wyma-
gajgc'ych zastosowania elementdw o wysokiej | bardzo wy-~
sokiej jakosci.

Kategoria klimatyczna — wg PN-73/E-04550 dia diod

- standardowych - 40/100/04,
- wysokiej jakosci - 40/100/21,

- bardzo wysokie] jakosci - 40/100/56.

2, Przvktad oznaczenia diod

a) standardowych:

‘DIODA BAP 795 BN-81/3375-29,03
b) wysokiej jakosci:

DIODA BAP 795/3 BN-81/3375-29,03
c) bardzo wysokiej jakosci;

DIODA BAP 795/4 BN-81/3375-29,03

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta- CE 37.

3, Cechowanie diod powinno zawierac nastgpujace dane:

a) oznaczenie typu ( podtypu) wg kodu kdlorowego poda-
nege na rys. 1,

b} oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej i bardzo
wysokie] jakosci - na etykiecie opakowania zbiorczego dio-
dy wysokiej jakosci po oznhaczeniu typu powinny mie - u-

mieszczona cyfre 3, a diody bardzo wysokie] jakosci cyfre

4 np. DIODA BAP 795/4.

4, Wymiary i oznaczenie wyprowadzen diod - wg rysun-

ku i tabl. 1.

5. Badania w grupie A, B, Ci D - wg BN-80/3375-29.00
P 5 1.

6. Wymagania szczegétowe dla badarn grupy A, B, C i D

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiardw: b2,-

Dy: e, H - wgrysunkui tabl. 1,

b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 - wg tabl. 2,

c) badania podgrupy B, Ci D - wg tabl, 3,

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba-
daniach grupy B, C i D - wg tabl. 5,

e) licznoéé prébki w badaniach grupy C i D - 50 sztuk,

7. Pozostate postanowienia - wg BN-80/3375—29. 00

o Tablica 1. Wymiary obudowy CE 37
= i
o ol . W .
] Symbol Wymiary, mm Symbol ymiary, mm
! b 4’— - ' § P 8 I H 1
Rrniar min nom max e min nom “max
Xatodo b, 1,10 - 1,85 H 12,00 - [13,50
e BAPTOL -~ zdtta
BAP 794 A~ pamarahczona
. N__| BAP735 — niebieska b, 0,60f - [ 0,75 ! .- - | 3,05
} BAPTSSA — sznra
c 0,17 - Jo,25{ 1 1,80 - -
. e - ‘“ I
. ' D - | 2,60| - N 1,50] - -
Ly | Ly -
I
L o L E - - 2,50 Q = = 0, 50
e 7,05 -~ -
[BN-8§1/3315-29.03"_|
G - - | 4,10
Obudowa CE 37
Zgloszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Pétprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Podzespotéw i Materialéw Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 26 sierpnia 1981 r. joko norma obowiazujaca od dnia 1 stycznia 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1981 poz. 77)
Cena 1t 5,40

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1981.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,00 Nokt. 2600 +55 Zam. 2871/81



2 BN-81/3375-29, 03
Tablica 2, Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 i C2
Pod- Kontro- | Metoda Wartoéci graniczne
grupa Rodzaj lowany | pomiaru . . Jed-
& W k miar
badad| badania paramety  wg arunkt pomiary | ostka| BAP 794 | BAP 794A| BAP 795 | BAP 795A
PN-74/
T-01504 min | max |min max min max min max
|_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IF=2mA - - 0, 62 &70 s - w i
IF=10rnA - - - - = - 0,70 0,81
UF‘ ark, 57 \V}
IF = 30 mA - 1,0 - — - - i -
Sprawdze- e
A2 nie podsta- IF = 50 mA - —- = 2 i 1,0 . -
wowych pa-
c2 rametréw UR =25V - 100 - - = - - -
elektrycz- 3 ‘
nych IR ark. 56 Up= 30V nA i = - 50 - = - -
UR =50V - - - - - 50 - 50
Ip=10mA, U =6V,
t ark., 59 , ns - 2 - 2 - 2 - 2
Py R;=100Q , i, =1mA
Sprawdze-
nie drugo-
A3 5
rzednych Ce ark, 58 UR= 0, f=1MHz pF i 4 - 2 - 2 = 2
c2 parametréw
' elektrycz-
nych
Sprawdze- U
nie parame- R= 25V - 1,2 - - - - e
A4 tr‘éw elek— IR ark, 56
trycznych w Up =30V PA B B B 9y "~ B B -
o
tamp =60 C Ug= 50 V -1 - - - - |06 - | o8
Tablica 3. Wymagania szczegdtowe do badah grupy B, C i D
Pod ,
Lp. “ gm::pa Rodzaj badania Wymagania szczegbtowe
badan
1 2 3 4
Sprawdzenie wytrzymatosci mechanic;nej préba Um, obcigzenie: 5 N
1 B1, C1 wyprowadzen
Sprawdzenie szczelnosci prdéba Ql, kondycjonowanie ciecza
Sprawdzenie wytrzymatoséci na spadki potozenie diody w czasie spadania: wyprowadze-
2 B3, C9 5oy . ; :
swobodne nia prostopadle do kierunku spadania
3 B4 Sprawdzenie wytrzymatosci na udary mocowanie za obudowe
wielokrotne
; " »
4 B5, C5 Spr‘awdzenle wytrzymatosci na nagte T =-40°c, TB = 100 oc
zmiany temperatury A
badanie wykonywane jest na dwdch prébkach:
1 prébka; diody spolaryzowane w kierunku
. : ; wstecznym napigciem statym Uy wg PN-78/
d
5 B6, C6 Shravazenis Sdparnasol i viaratenta T-01515 tabl. 5, metoda badania f lub g, warun-
elektryczne . oo o
ki obcigZzenia wg tabl. 4
Il prébka -~ diody spolaryzowane w kierunku
przewodzenia przy stalym pradzie IF' warunki
obciazenia wg tabl. 4,
Sprawdzenie parametréw elektrycznych wg tabl, 2
6 c2 ‘ =
Sprawdzenie odpornoéci na suche goraco tamib maz™ 100 €




BN-81/3375-29.03 3
cd, tabl, 3
Podgrupa % . ; s .
Lp. badar Rodzaj badania Wymagania szczegodtowe
<] 2 3 4
o
6 c2 Sprawdzenie odpornosci na zimno: tymbmin = =40 C
4 c3 Sprawdzenie masy wyrobu masa wyrobu - 0,2 g
o
Sprawdzenie wytrzymatosci na przysSpie~ trzy wzajemnie prostopadte kierunki probiercze,
szenie state mocowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymatosci na udary po-
jedyncze {dla poziomu jakosci 1)
B C4 : mocowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymatosci na udary wie—
lokrotne (dla poziomu jakoéci 111 i IV)
Sprawdzenie wytrzymatosci ha wibracje
o state] czestotliwoéci (dla poziomu
jakoéci 1) .
mocowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje
o zmiennej czestotliwoséci {dla poziomu
jakoséci il i 1V)
f & ia o
*: 9 C5 Sprawdzenie wytrzymatosci na ciepto temperatura kapieli 350 C
lutowania
10 c7? Sprawdzenie wytrzymatosci na zimno Lstgmin = ~40 °c
o_.
1 cs8 Sprawdzenie wytrzymatoéci na suche tstigmax = 100 C
goraco
12 cC10 Sprawdzenie wymiarow wg rysunku i tabi, 1,
o
13 D1 Sprawdzenie odpornoséci na niskie cisnie- temperatura narazenia 25 C
nie atmosferyczne
14 D2 Sprawdzenie odoornos$ci na rozpuszczal- alkohel etylowy lub aceton
niki
15 D3 Sprawdzenie palnosci wg PN—‘?B/T-01515 zatacznik 2, p. 4.3
16 D4 Sprawdzenié wytrzymatoéci na plesh brak porostu plesni po badaniu
17 potozenie diody dowolne

D5

Sprawdzenie wytrzymatosci na mgie solng

Tablica 4

Typ diody l - Lamb? Oc
Ugs V I., mA
BAP 794 25 50 +55
BAP 794A 30 50 +55
BAP 795, BAP 795A 50 50 +55
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Tablica 5, Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniugrupy B, C i D'{Eoziom I, 1, V)
Oznaczed Metoda Wartosci graniczne
nie lite-| pomiaruwg| : ; Podgru4 Jed-
Lp. - PN-74/ Warunki pomiaru o badaﬁw mstkaJ BAP 794 BAP 794A BAP 795 BAP 795A
parame- | T-01504 " ; )
oy min max min max min max min | max
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
o | B1, B4,
o_{| €1, C4,
Ug=30V, t =25 C Cs, Cs, nA - - - 100 - - - -
. ¢ o {C7, C8,
1 I ark. 56 Ug= 50 V, tamp = 25 9, ps B > - o - 100 s 100
Ug= 25 V, tamp= 100 °C . 30| - - " - " "
o
Up= 30 V,t, p=100 C| C2 A - - - 15 - - . .
i o
Lzﬂn 50 V,t,mp=100 C o - ~ - - 15 - 15.
' o
Ip=2mAt,mp =25 Cl gy, B3, N ; ol Bl B - - 5
o _| B4, BS5,
IF= lt'Jm»\'-'x,ta,,,tI7 =25 & B6, C1,| v s - " . = - s 0,9
o _| C4, C5,
IF’= somA;amb =25 C a6, ©2, 1,1 - - - - - = =
1 _ o _| D1
2 Uj‘ ark. 57 F=S0mA,tgmp =25 C - - - - - - -
I = 2 mA,tgmp=-40"C R . 0,6| 0,9 | - » . y
o
I.=10mA tgmp=+40 C - \ - - - . - - 0,7 | 1,0
I, = 30mA tgmp=-40"C = | %2 " y 5 " - :
o
IF =50 mA,l; np=-40 C = =~ = = = 1,2 < =
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Naukowo-Produkcyje
ne Centrum Pétprzewodnikéw, Warszawa,

2, Normy zwiazane

PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne, Préby $rodo-
wiskowe

PN-74/T-01504, 00 Elementy pétprzewodnikowe, Metody
pomiaru par‘ametréw tr'anzystor'éw i diod. Postanowie-
nia ogdlne

PN-75/T-01504, 56 Diody. Pomiar pradu wstecznego Ip

PN-75/T-01504, 57 Diody. Pomiar napigcia Pprzewodzenia

Up

PN-75/T-01504, 58 Diody. Pomiar pojemnoséci C,

PN-75/T-01504. 59 Diody. Pomiar czasu ustalania sigpra-
du wstecznego t,. i pradu wstecznego i, po przeta-
czeniu impulsowym

PN-78/T-01515 Elementy pétprzewodnikowe. Ogéine wy-
magania i badania’

BN-79/3375-29. 00 Diody przetaczajace, Wymagania i ba-

dania, Postanowienia ogdlne

3. Symbol KTM wyrobu
BAP 794 - 1156131308006
BAP 794A - 1156131310006
BAP 795 - 1156131307004
BAP 795A — 1156131308005




Informacje dodatkowe do BN-81/3375-29, 03

4, Wartoéci dopuszczalne - wg rys. I-11i tabl. I-1,

ot BAP795;8APTESA

L] | gaprae;
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00

»

N
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125 tomy [0

[BN-81/3375-29.03-1-1]

Rys. 1-1. Charakterystyka mocy w funkcji temperatury otoczenia Ptot "‘f(tamb)

Tablica |-1

: Wartosci dopuszczalne
Lp. sacaeny Nazwa parametru Jednostka
parametru BAP 794 BAPRP BAP 795 BAP
794 795A

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Urm Szczytowe napiecie wsteczne \% 35 40 75 75
2 UR Napiecie wsteczne \/ 25 30 50 50
3 IO Sredni prad przewodzenia mA 150
4 Ip Prad przewodzenia mA 200
5 IFM Szczytowy prad przewodzenia mA 450

Ni =
6 IFSM _epowtar'zalny szczytowy prad przewodze o 800

nia i .
7 Pyt Moc catkowita wejsciowa mwW 200
8 t; Temperatura ztacza °c 125
9 tstg Temperatura przechowywania °c -40, ..., +100°

T X .

10 —_— emperatura otoczenia w czasie pracy oC _40, ..., +100
» 5, Wartoséci charakterystyczne dla tamb= 25 OC - wg rys., 1=-2 + 1.5 1 tabl, 1-2,
I : : I [ gap 705. aap7ssh
[mA] | BAP795;BAPTESAL [nA] '
BAPTO4; BAPTS
1000
100
45"’-‘#
toeb T |
% 100
L ]
»
10 4
*%
10 wubt‘)
i 2
! / I 1
0 0.5 Up V] 0 25 50 75 Uy[Vv]

Rys. 1-2. Prad wsteczny w funkcji napigcia wstecznego

[BN-81/3375-29.03-1-2]

Ig=f Up>

[BN-81/3375-29.03-1-3]

Rys. I-3. Prad przewodzenia w funkcji napigcia

dzenia IF=J'(UF)

. przewoe



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-29, 03

Te [3AP 705:8APTUSA
[nA] -
Up= 50V
000
/t o [werss
BAP795: BAPPI5A
[#F] | gapros: gAPTOEA
100 2
. | tﬂﬁ=5‘c

£, = MK
‘ 1.5\ 4 .
\

10 / 9 \
0s ‘

ﬁ\h...‘

‘4
, {/ _ 0 0 28 30 40 S0 B0 70U [V]
-50 0 50 tams[*C) :
. E et 1 375- 9.03‘1-5
[BN-81/3379-29.03-1-4] (BN-81/3375-2 J
Rys. 1-4, Prad wsteczny w funkcji temperatury Rys. 1-5. Zmiany pojemnoséci w funkcji napigcia wstecz-
C = f(U
IR= ftamp) e = I Ug)
Tablica 1-2
Ozna- _ Typ
cze- Nazwa Warunki Jed- :
Lp. | nie parametru] pomiaru | nost- BAP 794 BAP 794A BAP 795 BAP 795A
para- ka . = :
metru . i Y 2
min typ max min typ max min typ max min typ max
2 3 4 5 6 o 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
) IF =2mA V - - - 0,62| 0,66 { 0,70 = N - - = -
Napigcie | I.=10mA|l V | - [ - ~ - - = - - | - | o,70] o,76| 0,81
UF przewo-
sl Ip=30mA| v | - |o0,84{1,00] - . 4 - - " 3 N -
[.=50mA \Y - - - - - - = 0,84 | 1,00 - » -
‘g, [Napigcie |, o | v | ss| ss 40 | 85 75 100 75| 100
“BR przebicia . i - & = -
U, = 25V nA - 5 100 = s - =4 = - - - 5
4 Prad R -
3 i ]
R wsteczny UR= 30 V Bl _ _ _ - 5 50 _ _ _ . - =
Ug=50V | nA . " " - - - " 8 50 - 10 50
Pojemnoéé| Uy = 0 2 - 1 2
F - 1 4 - 1 2 - 1
C, |diody f=tmHz | P
IF =10 mA
= ns - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2
Czas usta- UR" 6V
g lania cha- RL=100'§]
rr r'akt.er‘y- i 1 mA )
styki
wstecznej IF = TOmA
IR =10 mA}| ns - - 4 - - 4 - - 4 - - 4
i,,=1mA




